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최근 양자정보기술(quantum information technology)은 암호통신, 양자컴퓨터, 양자센서 

등 다양한 분야에서 핵심적인 역할을 하고 있다. 이러한 기술의 기반이 될 수 있는 것이 

바로 양자광원(quantum emitter, QE)이다. 양자광원은 단 하나의 광자(single photon)를 

방출할 수 있는 소스로, 고체 물질 속에서도 구현할 수 있다. 고체 물질 기반 양자광원은 

크게 두 종류로 나눌 수 있다. 첫째는 양자점(quantum dot)과 같은 반도체 기반의 미세한 

입자에서 생기는 국소엑시톤(localized-exciton) 기반 광원이고, 둘째는 다이아몬드나 

SiC(실리콘카바이드)와 같은 넓은 밴드갭을 가진 물질 내부의 원자 결함(color-center)을 

이용한 시스템이다.  

2 차원 반도체(예: WS₂, WSe₂ 등)는 원자 한 층 두께로 이루어져 있어, 빛과 물질이 

상호작용하는 면적이 극도로 얇다는 장점이 있다. 이들 물질에 변형(strain)을 주거나 

결함(defect)을 인위적으로 도입하면 단일광자 방출이 가능하며, 이를 통해 양자통신이나 

양자센싱에 활용할 수 있다. 한편, SiC 는 다이아몬드와 유사한 결함 특성을 가지면서도 칩 

수준(on-chip)의 집적이 가능해 주목받고 있다. SiC 내의 실리콘 공공(Silicon vacancy) 결함은 

긴 스핀 수명과 우수한 광학적 안정성을 보여주며, 나노-광공진기(nanocavity)와 결합하면 

방출 효율을 크게 향상시킬 수 있다.  

본 발표에서는 이러한 고체 기반 양자광원의 생성과 제어 방법, 그리고 광공진기 

구조와의 결합을 통한 광자 방출 특성 향상 연구를 소개하고자 한다. 이를 통해 차세대 

양자 네트워크 및 양자 센서로의 응용 가능성을 논의한다. 
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